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FIG. 3

(57) Abstract: The invention relates to a final substrate (S) comprising, consecutively and in contact with one another, an upper layer
(5) made of semiconductor material, a dielectric layer (4) having a thickness greater than 200 nm, an electrical charge trapping layer
(2) and a base substrate (3). The final substrate (S) has a curvature of less than 60 micrometres, preferably less than 40 micrometres.
An exposed surface of the upper layer (5) has a roughness of less than 0.3 nm as a root mean square measurement over a field of 30
micrometres by 30 micrometres. The invention also relates to a method for preparing such a substrate.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat final (S) comprenant, successivement en contact les unes avec les autres, une couche
supérieure (5) en matériau semiconducteur, une couche diélectrique (4) présentant une épaisseur supéricure a 200 nm, une couche de
piégeage de charges électriques (2) et un substrat de base (3). Le substrat final (S) présente une courbure inférieure a 60 micrometres,
préférentiellement inférieure a 40 micrometres. Une surface exposée de la couche supérieure (5) présente une rugosité inférieure a 0,3
nm en mesure quadratique moyenne sur un champ de 30 micrometres par 30 micrometres. L'invention concerne également un procédé
de préparation d'un tel substrat.
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